Prehled unipolarnich tranzistora
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Unipolarni tranzistory majiekonany vstupni odpor, jsoufizeny nagtim, privedenym naidici
elektrodu G (gate). Vyvob (drain)¢asto ozn&ujeme také jakdolektor (C), vyvodS (source) jako
emitor (E), obdob# jako u bipolarnich tranzistbr Zobrazujeme u nich pouzgstupni I, = f(Ucg) a
pirevodnilc = f(Ugg) charakteristiku, vstupni charakteristika nemé smysl. Tranzisterplsvykle
otviraji pi Ugg = 3 V, tato hodnota neni u vSechiypanzistofi stejna. Ve vystupni charakteristice



neni mezni mka. Odpor v sepnutém stavu zavisi na vstugidioim nagti. K dokonalému sepnuti
musi byt toto nagii co mozna neptsi, nesmi alefekrcit 15 V.

TranzistoryN JFET se gipojuji kolektorem na kladné nétp a emitorem na zaporné riip(jako
tranzistoryNPN). Jsou otekené @i nulovém napti mezitidici elektrodou a emitoremapornym
napétim (oproti emitoru) fivedenym naidici elektrodiwse zaviraji

TranzistoryP JFET se gipojuji kolektorem na zaporné n#pa emitorem na kladné n&p(jako
tranzistoryPNP). Jsou otekené @i nulovém napti mezitidici elektrodou a emitorerkladnym
napétim (oproti emitoru) fivedenym naidici elektroduse zaviraji

TranzistoryNMOS s vodivym kanadlemse gipojuji kolektorem na kladné né&gh a emitorem na
zaporné nafii (jako tranzistorfNPN). Jsowaste&ne otewené @i nulovéem napti mezitidici
elektrodou a emitoremaapornym napétim (oproti emitoru) pivedenym ndidici elektroduse
zaviraji, kladnym napétim se viceotviraji.

TranzistoryPMOS s vodivym kanalemse gipojuji kolektorem na zaporné ngpa emitorem na
kladné napti (jako tranzistoryPNP). Jsousast&n¢ otewené i nulovém napti mezitidici elektrodou
a emitoremzapornym napétim (oproti emitoru) pivedenym ndidici elektrodu se vicetviraji,
kladnym napétim sezaviraiji.

TranzistoryNMOS s indukovanym kanalemse giipojuji kolektorem na kladné nép a emitorem na
zaporné nafti (jako tranzistoryNPN). Jsou zakené i nulovém napti mezitidici elektrodou a
emitoremkladnym napitim (oproti emitoru) fivedenym naidici elektrodwse otviraji. Jejich funkce
je ekvivalentni bipolarnim NPN tranziston, liSi se od nich&Sim oteviracim nagim, nekonénym
vstupnim odporem a malym odporem mezi kolektoream#orem v sepnutém stavu.
TranzistoryPMOS s indukovanym kanalemse gipojuji kolektorem na zaporné n#pa emitorem
na kladné nafii (jako tranzistoryPNP). Jsou zakené pi nulovém napti mezitidici elektrodou a
emitoremzapornym napétim (oproti emitoru) pivedenym ndidici elektrodwtviraji. Jejich funkce
je ekvivalentni bipolarnim PNP tranzisiar.
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